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1 Bipolar Transistor

1.1 Allgemeines
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1.2 Kleinsignalparameter
Kleinsignalersatzschaltbild: Kennlinie:
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Differentielle Stromverstirkung:
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1.3 Weitere Groflen

Stromverstirkung: Basisstrom
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2.1 Wirkunksprinzip

In allen Bereichen gilt:

IGZO und IBZO

Sperrberich Ugs < Urpn

Ip =0

Triodenbereich: Ugs — Urgn > Ups > 0

U
Ip =Ky - <UGS —Urun — 1235) -Ups

Sattigungsbereich: Upg > Ugs — Urgn > 0

Ky

Ip = 5 (Ugs — Uran)® - (1+ Ay - Ups)

Schwellenspanung:
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2.2 Kleinsignalparameter

Kennlinie:

Kleinsignalersatzschaltbild:
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Ausgangswiderstand: Steilheit falls Bulk nicht auf Source
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2.3 J-Fet
2.3.1 Wirkunksprinzip
Sattigungsbereich: Ups > Ugs — Up > 0 Triodenbereich: Ugs — U, > Upg > 0
Uss\’ I UpS
Ip=1Ipss-(1-=85) -1+ A Upg) Ip = D‘gs-(UGS—UpD)-UDS
Up Up 2
K
IDSSTN -Up

Sperrberich: Uggs < Up
Ip=0

2.3.2 Kleinsignalparameter
Steilheit: Ausgangswiderstand:
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3 Sonstiges

Darlington Schaltung:

Bparr = Bi- P

Tapare 7~ Tpiy + ﬁl * T'piy
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CMOS:

e nMOS Transistor: Schaltet bei '1’ am Gate und
ist geignet um ’0’ zu schalten

e pMOS Transistor: Schaltet bei 0’ am Gate und
ist geignet um ’1’ zu schalten

e CMOS Schaltungen bestehen aus Pullup und
Pulldown Netzwerken

Eingangs und Ausgangswiderstand bestim-
men:

e Rp;n bei Ausgang Leerlauf

e Rys bei Eingang Kurzschluss, (Hilfsstrom Iy )

Hybridform:
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Alle Formeln sind ohne Gewéahr




